
これまでの代表的な研究成果は次の通りです。
① Sc元素を添加することにより、AlNの約5倍の圧
電性能を示す圧電薄膜を作成することに成功し
ました。

② Mg元素とNb元素を同時添加することにより、
Sc添加AlNと同等の圧電性能を示す圧電薄膜を
作ることに成功しました。

③ Si元素を添加することにより、分極方向が反転
することを見出しました。

計算機シミュレーションと実験を両輪とした新規窒化物圧電材料の開発
複数元素置換による圧電性能、機械特性、分極方向の制御
先進MEMSデバイスの高性能化に貢献

窒化物圧電薄膜はSiなどの半導体基板上に形成できるため、MEMSデバイスのモノリシック化が容易で
す。さらにQ値が高く温度安定性が良好なため、RFデバイス、圧電センサ、MEMSマイクロフォン、津田
子規指紋認証センサなどへの利用が進んでいます。しかしながら他の酸化物系圧電材料と比較して、圧
電定数が低いこと、分極処理ができず分極方向が製膜条件に依存することが問題としてありました。こ
のような課題は、窒化物圧電材料に添加物を加えることにより解決できます。産総研では、多元同時反
応性スパッタリング法による実験と第一原理電子状態計算による計算機シミュレーションを併用して、
デバイス側からの物性要求に応じた新規窒化物圧電材料の創製を目指しています。
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IoT時代を見据えた窒化物圧電材料の開発

※村田製作所との共同研究による成果
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Si等の添加による分極反転

Mg,Nb同時添加による圧電性向上


